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シリコン酸化膜上のMo薄膜を気相化学蒸着法による硫化で、配向性を制御し
たMoS2薄膜の作製を目的とし、薄膜の均一配向性を確認・評価するために、２次
元検出器を有するXRDを用いて、配向度の評価を行った。
その結果、作製したMoS2薄膜の配向には大きな分布があることが分かった。これ
は表面付近に存在するランダム配向層を観測しているものと考えており、今後は、
より詳しい調査が必要である。

実験
Experimental

シリコン酸化膜上のMo薄膜を気相化学蒸着法による硫化により、基板に対して垂
直及び水平方向に成長させたMoS2薄膜に対して、２次元検知器を有するXRDによ
り測定を行った。(SmartLab 9 kW)

結果と考察
Results and Discussion

測定結果として、MoS2二次元ナノシートの配向は、０度付近が最も強いが、同時
に、幅広い範囲で配向して存在していることが明らかとなった。一方で、TEM分析
において得られたナノシートの傾きが±15度以内に収まっていることとは異なって
いる。
これらは、表面に形成されるランダム配向層による可能性が高い。今後は、反応性
イオンエッチングなどでランダム層を有する表面を切り取り、より詳しい調査を行
う予定である。
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